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１．概要（Summary） 

太陽電池の発電において、光生成したキャリアの再結

合によるエネルギー損失はエネルギー損失全体の約

20%を占めると言われている。そこで、我々は太陽電池の

発 電 層 の 両 端 に MIS(Metal-Insulator 

-Semiconductor)構造を有した太陽電池の研究を行って

おり、MIS ダイオード間の距離が小さいほど電界効果に

よる変換効率の改善率が向上することをコンピュータシミ

ュレーションにより確認した。その結果から、電界効果型

マイクロウォール太陽電池を提案し、今回、広島大学 ナ

ノデバイス・バイオ融合科学研究所を利用して電界効果

型マイクロウォール太陽電池の作製を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ装置(Al用)、マスクレス露光装置 

【実験方法】 

スパッタ装置(Al 用)を用いてウエハの裏面、表面に Al

膜の堆積を行った。裏面の Al 膜はカソード電極、表面の

Al はアノード電極・ゲート電極として使用する。その後、ウ

エットエッチングにより表面のAlの一部を除去し、アノード

電極とゲート電極の切り離しを行った。しかし、アノード電

極の細線化の際に、厚さ 1μmのAlを幅 1～2μmの細線

として加工するのは大変難しく、消滅しましまった。そのた

め、細線の電極をAlの代わりにMo(t=30nm)をリフトオフ

法により形成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

完成した電界効果型マイクロウォール太陽電池の光照

射時におけるゲート電圧印加(Vg:-2.5V～2.5V)による

I-V 特性の変化を Fig.1 に示す。また、Fig.2 にその第 4

象限の拡大図を示す。 
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Fig.1 Photo currents of the micro-wall solar cell  

with Vg=-2.5~2.5V. 

 

Fig.2 Cell characteristics of the micro-wall solar cell 

with Vg=-2.5~2.5V. 

 

この結果から変換効率 η を算出したところ、ゲート電圧

が 1.0V を超えた時点で η が 100%を超えてしまった。そ

のため、どこかでリークが発生しているのではないかと考え

られたため、ゲート-カソード間の I-V 特性を測定した。そ

の結果を Fig.3に示す。 
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Fig.3 I-V characteristic between gate and cathode 

electrodes. 

 

Fig.3 の結果より、ダイオード特性が確認されたた

め、今回作製した電界効果型マイクロウォール太陽電

池は、ゲート電極とアノード電極の切り離しの際にマ

スクがずれてしまい、Fig.4 のように、ゲート電極が

ウォールの上面で直接 n 層に接しているのではない

かと考えられる。 

 

Fig.4 Diagram of case in the gate electrodes is 

misaligned. 
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